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この光学系を発展させ，マスフィルタを持つ 3 '""70kV の集束イオンビーム装置を試作した。従来装置
では11keV にて 5μm， 70keV にて0.1μm 程度のビーム径しか得られなかったのに対して，本光学系を
















を最適化してビームエネルギー llkeV で0.1μm 以下， 69keV で0.025μm の FIBを実現している。こ
のような広範囲にわたって0.1μm 以下の FIBが得られる装置は，世界的にみて初めてのものと思わ
れる。
さらに開発した装置を用いて， GaAs 金属ゲート電界効果トランジスタ CMES-FET) 用のサブ
ミクロンゲートパターンの形成，イオン注入およびイオン照射領傷の評価を行い，半導体プロセス装置
としての有用性を示している。
すなわち，本研究は，イオン光学系を考察して半導体プロセス装置としての低収差，広エネルギー微
細集束イオンビーム装置を開発したもので，イオンビーム工学の進歩に大きく貢献しており，博士論文
として価値あるものと認める O
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